OEM: Texas Instruments 2N3576 Data Sheet

2N3576
PNP-Epitaxial-Silizium-Planar-Transistoren

Fiir schnelle Schaltanwendungen

Niedrige Uck (saty — max 0,5 V bei 100 mA

Hohe fr — min 400 MHz bei 10 V, 10 mA

Geringe Gesamtschaltzeit — max. 80 ns bei 10 mA

* Mechanische Daten

Iotasda iy mm TO-18
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Dur Kollakior ist mit dem Gebduse alakiinc vardbunden

* Absolute Grenzwerte

Kollektor-Basis-Spannung —2nv
Kollektor-Emitter-Spannung (Bam. 1) —15V
Emitter-Basis-Spannung -5V
Kollektorstrom —200 mA
Dauerverlustleistung bei (od. darunter) Ty = 25°C (Bem, 2) 360 mw
Dauververlustleistung bei (od. darunter) Tg = 26 °C (Bem. 3) 1.2W
Lagerungs-Temperaturbareich —E85 "C bis +200°C
Temperatur der Anschlisse 2 mm vom Gehause (10 s) 300°C
Bemerkungen:

1. Diaser Wert liegt zwischen 0 und B0 maA Kollektorstrom, wenn die Basis-Emitterdiode offen
ist. Uber 80 mA lineare Abnahme bis 5 ¥ bei 200 mA mit 83,3 mV/imA.

2. Lineare Abnahme bis Ty = 175 °C mit 2,4 mW/°C.
3. Lineare Abnahme bis Tg = 175 *C mit B mW/"C.

* JEDEC registriert.
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* Elektrische Kennwerte bei Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter Prifbedingungen min  max Einh.

Uiamycepo Kollektor-Basis- lg=—10pA, Ilg=10 —20 W
Durchbruchspannung

Unrycro Hollektor-Emitter- lg==10mA, Ip=10 (Bem, 4} —15 W
Durchbruchspannung

Uipr)Eno Emitter-Basis- lg = —10 pA, lg=10 =5 W
Durchbruchspannung

lceR Hollektor-Emitter- Upgg = =16V, Upg =10 —i0 nA
Reststrom Ugg = —15V, Upg = 0, Ty = 150°C =10 F1i-%

In Basisstrom Upg = —15V, Upg =0 10 nA

hye Gleichstrom- Upp = =05V, lg = =10 mA 40 120
werstarkung Ugg =05V, Ig=—10 mA, Tyg=-—55°C 20

Ugg=—1V, lg=—100mA (Bem.4) 10
Upg Basis-Emitterspannung lg = —1mA, lg= —10mA (Bem.4) —0mB-09% V
g ==10maA, |g= =100 mA (Bem. £) —11 ¥

UcEsaty Follektor-Emitter- Ig=—1mA, Ilgc=—10mA (Bem.4) 015 ¥
Restspannung Ilg = —10mA, lg= —100 mA (Bem. 4) 05 vV

|haiel Betrag der MurzschluB- Ueg = —10V, lg= —10mA, = 100MHz 4
Stromverstarkung

Can Leerlauf-Ausgangs- Upp==5V, Ig=0, f = 140 kHz 4.5 pF
kapazitat

Cin Leerlauf-Eingangs- Ugn = —05V, lg=10, f = 140 kHz 5 pF
kapazitit

Bemearkung:

4. ImpulsméBig gemessen: Impulsbreite < 300 us

* JEDEC registriert.

Tastverhadlinis = 2%
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* Schaitwerte bei Ty = 25°C

Parameter Prifbedingungent max  Einheit
td Verzogerungszeit  lo = —10 mA, Ipyy = —1 mA, Ungjory = 0, 12 ns
te Anstiegszait Ri = 285 Q (Bild 1) 18 ng
s SIJ'BiEh'EI"-!EII‘l lg = —10 mA, !Btll = —1 ma, |B[.] = I'I'|.|"-‘1.II 30 ns
ty Abfallzeit RL = 285 Q (Bild ) 20 ns

1 Mennwerte

* Schaltzeitmessung
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Prifschaliung Spannungs-Signalformen

Bild 1

* JEDEC registriert.
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* Schaltzeitmessung
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Priifachaltung Spannungs-Signalformen

Einpang

Bild 2

Bemerkungen:

a) Die Eingangs-Signalformen werden mit einem Generator mit folgpenden Datenar zeugt:
Zausg = 50 @, tr = 1 ns, Impulsbreite = 500 ns, Tastverhdltnis = 29

b) Die Ausgangs-Signalformen werden auf einem Oszillographen mit folgenden Daten ba-
trachtet: tr = 1 n&, Rewmg = 100 kS, Coing = 10 pF.

* JEDEC registriart.

www.semicon-data.com



http://www.semicon-data.de/

